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1．はじめに 

我々は CMOS イメージセンサの高感度化に対応するため、炭素クラスターイオンビームを用いた近接ゲ

ッタリング能力付与技術の研究・開発を進めてきた．炭素クラスターイオン注入技術は複数個の炭素と水

素で構成されたイオンを注入することでシリコンエピタキシャルウェーハに対して、ゲッタリング能力に代表さ

れるデバイスプロセスに有用な様々な効果があることが判明している 1)．しかしながら、CMOS イメージセン

サは今後更なる高性能化が要求されることが予想される．そこで、我々は炭素クラスターイオン注入技術を

更に発展させた技術の開発が必要であると考え、多元素・分子イオン注入技術の開発に取り組んでいる 2,3)．

多元素・分子イオン注入技術は炭素クラスターイオン注入技術においてイオンを構成している炭素と水素

に元素を追加した三元素以上からなる分子イオンの注入を可能とする、新しいイオン注入技術である．今

回は新規分子イオンビームとして炭素・水素・リンの三元素からなる分子イオン注入技術の開発に取組につ

いて報告する．本技術により、シリコンウェーハの特徴の強化や新たな特性が発現することが期待される． 

2．実験方法 

イオンビーム形成は日新イオン機器(株)製のイオン注入装置 CLARIS
®を用いて行った．イオン注入後の

炭素・水素のプロファイルは四重極型の質量分析装置が接続された SIMS分析装置を、リンの分析におい

ては磁場型の質量分析装置が接続された SIMS分析装置を用いて分析を行った． 

3．実験結果 

図 1に質量数 45の分子イオンを加速エネルギー80keV, ドーズ量 5.0×10
14

 ions/cm
2にて注入したサン

プルの SIMS分析結果を示す．この分子イオンによって注入された各元素のドーズ量は炭素が 4.4×10
14

 

atoms/cm
2
, 水素は 1.2×10

15
 atoms/cm

2
, リンは 5.0×10

14 
atoms/cm

2であった．このことから今回注入を行

った分子イオンの組成は凡そ CH2Pであることがわかる．更にその注入プロファイルは炭素とリンが凡そ同じ

深さ位置に濃度ピークを形成しているのに対し、水素はその他の元素と比較して表層側に濃度ピークを形

成している． 

これは分子イオン注入の特徴であ

る、加速エネルギーがその分子を構

成する元素の質量数に比例して分配

されるという法則を支持しているもの

であり、水素の質量数が炭素とリンに

比べて非常に小さいため、それぞれ

の加速エネルギーは炭素が 21.3 

keV/atom, リンが 55.1keV/atomに対

し、水素は 1.8keV と非常に小さいた

めである 4)． 
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図 1 CH2Pイオン注入後の SIMS分析結果 
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